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На електронний газ поблизу поверхні твердого тіла діють кулонівські сили, які 
намагаються захопити електрони всередину тіла. Тому при наближенні поверхонь двох 
тіл настільки, щоб у проміжку між ними відбулось перекриття шарів електронного газу, 
тіла починають обмінюватися електронами. 
Оскільки кулонівські сили, які захоплюють електрон у тверде тіло, більші у тіла, 
яке має більшу роботу виходу, то після наближення поверхонь починається перехід 
електронів від тіла з меншою роботою виходу до тіла із більшою роботою виходу, у 
результаті чого перше тіло буде заряджатися додатним зарядом, а друге - від’ємним . 
Напруженість цього поля досягає визначеного значення і подальший перехід 
електронів від одного тіла до іншого припиняється та встановлюється рівновага. Між 
поверхнями, як між обкладками конденсатора, встановлюється контактна різниця 
потенціалів. 
Схеми утворення контактної різниці потенціалів між двома металами, між 
металом і діелектриком, та між двома діелектриками (рис. 1) показують відмінність в 
утворенні контактної різниці потенціалів між двома металами та між металом і 
діелектриком: Електричне поле не проникає всередину металу, але проникає на 
невелику глибину у діелектрику (на рис. 1 глибина проникнення позначена d1 і d2).  
Як видно із рис. 1, різниця 
між енергіями верхніх точок 
дорівнює Ф2 – Ф1 і тому контактна 
різниця потенціалів між поверхнями 
тіл, що перебувають в електронній 
рівновазі, задається 
формулою: eФФ /12  . Термоелектронна робота виходу Ф зв’язана з енергією  
рівня Фермі співвідношенням: Ф=Е0 – , де Е0 – енергія електрона, що перебуває у 
спокої за межами провідника у вакуумі. На основі контактної різниці потенціалів 
пояснюється процес електризації тіл. 
